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Abstract 



A photo-information recording material is proposed. The material consists of a substrate with a recording layer which 
is formed thereon and which consists of a mixture of a metal and a metal compound. The metal compound is 
selected from the group comprising (i) a metal boride, (ii) a metal silicide, (iii) a metal carbide, (iv) a metal nitride and 
(v) a metal oxide from the group comprising: Sm203, Eu203, AI203, Ga203, Y203, V203, V02, TiO, Nb205, 
Hf02, Mo02, W02, La203, Yb203, Nd203, Ce02, MnO, NiO, Ge02 and ZnO. The recording material can have an 
interlayer and a protective layer. The material has excellent recording sensitivity, particularly with respect to laser 
beams, and gives images of high storage stability, high resolution capacity and good S/N ratio. 
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@ Lichtinformationsaufzeichnungsmaterial 

Es wird ein Uchtmformationsaufzeichnungsmaterial vor- 
geschlagen. Das Material besteht aus einem Substrat mjt 
einer darauf gebildeten Aufzeichnungsschicht, die aus ei- 
nem Gemisch aus einem Metall und einer Metallverbindung 
besteht. Die Metallverbindung 1st aus der Gruppe von (i) ei- 
nem Metallborid, (ii) einem Metallsilicid, (iii) einem Metall- 
carbid, (iv) einem Metallnitrid und (v) einem Metalloxid aus 

der Gruppe von: 

Sm 2 0 3 , Eu 2 0 3 , Al 2 0 3 . Ga 2 0 3 . Y 2 0 3 . V 2 0 3 . V0 2 . TiO. N^Og. 
HfQ 2 . Mo0 2 . W0 2 , La 2 03, Yb 2 0 3 , Nd 2 0 3 , Ce0 2 , MnO, NiO. 
Ge0 2 undZnO . 
ausgewahlt. Das Aufzeichnungsmaterial kann eme Zwi- 
schenschicht und eine Schutzschicht aufweisen. Das Mate- 
rial hateine ausgezeichnete Aufzeichnungsempfindlichkeit 
insbesondere im Hinblick auf Laserstrahlen und lief ert Bilder 
mit hoher Lagerungsstabilitat. hoher Auflosungsstarke so- 
wie gutem S/N-Verhaltnis. 
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Patentans pr Eiche 

\2jJ Lic htinformationsaufzeichnungsmaterial , welches 
5 uf einan Substrat abgeschieden eine Auf zeichnungs- 

-tragt, die amis eiiffcn Gemisch eines I%fcalles 

mit einer Metallverbindung aus der Gruppe von (i) Metall- 
boriden, <ii) Metallsiliciden , (iii) Metal lcarbiden , 
(iv) Metal lnitriden und (v) Metalloxiden aus der 
Gruppe von: 

Sm 2 0 3 , Eu 2 0 3/ A1 2 0 3 , Ga 2 0 3 , , V^, V0 2 , 



TiO, Nb 2 O s , 



Hf0 2 , Mo0 2 , 



W0 2# La 2 Q 3 , 



Nd 2°3' Ce0 2' Mn °' Ni °' Ge0 2 und Zn ° 



Yb 2°3' 



gebildet ist. 
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2. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB die Metallver- 
bindung aus einem Material der Gruppe (i) Metallborid^n, 
(ii) Metall silicid en, (iii) Metallcarbiden und (iv) Metall- 
5 nitriden besteht. 



3. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB die Metallver- 
bindung aus einem Metalloxid besteht. 

10 

4. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 1 bis 3 f dadurch gekennzeichnet/ daB die 
Menge der Metallverbindung in der Auf zeichnungsschicht 
im Bereich von 10 bis 4 0 Vol.%, bezogeh auf das Gesamt- 

15 volumen aus Metall und Metallverbindung , besteht . 

5. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet r daB die Menge der 
Metallverbindung in der Auf zeichnungsschicht im Bereich 

20 von 10 bis 40 Vol.%, bezogen auf das Gesamtvolumen 
aus Metall und Metallverbindung, betragt. 



6 . Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet , daB die Menge der 

25 Metallverbindung in der Auf zeichnungsschicht im Bereich 
von 10 bis 40 Vol.% , bezogen auf das Gesamtvolumen 
aus Metall und Metallverbindung , betragt. 

7. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
30 Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafi die Dicke der 

Auf zeichnungsschicht im Bereich von 100 bis 1000 8 liegt. 
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8. Lichtinformationsaufzeichnungsmaterial nach 
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Dicke der 
Aufzeichnungsschicht im Bereich von 200 bis 600 8 liegt. 

9. Lichtinformationsaufzeichnungsmaterial nach 
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB das 
Metall aus in besteht. 

10. LichtinformationsaufzeichnungsiQaterial nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Metall aus 
In besteht. 

11. Lichtinformationsaufzeichnungsmaterial nach 
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Metall aus 
In besteht. 

12. liichtinformationsaufzeichnungsmaterial nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Metallver- 
bindung aus der Gruppe von TiB^ , ZrB 2 , CaB g , SrB , 
NbB 2 , MoB 2 , TaB 2 , V 3 Si , FeSi 2 , B g Si , SiC , VC , ZrC? 
B 4 C, HfC, TiN, TaN und Si 3 N 4 gewahlt 1st. 

13. Lichtinformationsaufzeichnungsmaterial nach 
Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB die Metall- 
verbindung aus der Gruppe von TiB 2 , ZrB , VC, Si N 
und BgSi gewahlt ist. " ' 3 4 ' 

14. Lichtinformationsaufzeichnungsmaterial nach 
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Metallver- 
bindung aus der Gruppe von A1 2 0 , TiO, GeO. und MoO 
gewahlt 1st. 2 
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15. Lichtinf ormationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet , daB das 
Metall aus dei Gruppe von Mg, Sc, Y, Ti , Zr, Hf , V, Nb, 
Ta, Cr, Mo, W, Ma^ y Re, Fe, Co, Ni , Rh , Pd , Ir, Pt, 

5 Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Al, Ga, In, Si, Ge , Sn, As f Sb, Bi , 
Se und Te gewahlt 1st* 

16. Lichtinf ormationsauf zeichnungsmaterial 
bestehend aus 

10 einem Substrat mit einer darauf ahgeschiedenen 

Aufzeichnungsschicht , die ein Gemisch aus einem Me- 
tall und einer Metallverbindung umf aBt , wobei die 
Aufzeichnungsschicht eine Dicke im Bereich von 100 8 
bis 1000 8 besitzt, wobei das Metall aus der Gruppe von 

15 Mg, Sc, Y, Ti, Zr, Hf , V, Nb, Ta , Cr , Mo, W, Mn, Re, 
Fe, Co, Ni, Rh, Pd, Ir, Pt , Cu, Ag , Au, Zn , Cd , Al, 
Ga, In, Si, Ge , Sn, As, Sb, Bi , Se and Te gewahlt ist und 
worin die Metallverbindung aus der Gruppe von (i) 
Metallboriden, (ii) Metallsiliciden , (iii) Metallcarbiden 

20 und (iv) Metal Initriden gewahlt 1st, wohei die Menge der 
Metallverbindung in der Aufzeichnungsschicht im Bereich 
von .10 bis 60 Vol.%, bezogen auf das Gesamtvolumen 
aus Metall und Verbindung , liegt. 

25 17. Lichtinf ormationsauf zeichnungsmaterial nach 

Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daB die Menge der 
Metallverbindung im Bereich von 10 bis 40 vol.%, bezogen 
auf das Gesamtvolumen aus Metall und Metallverbindung, 
liegt. 

30 

18. Lichtinf ormationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daB die Metallver- 
bindung aus der Gruppe von TiB 2 , ZrB 2 , CaB 6 , SrB 6 , NbB 2 , 
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MoB 2 , TaB 2 , V^i , FeS± 2 , B g Si , SiC , VC , ZrC, B 4 C , Hf C , 
TiN, TaN, und Si 3 N 4 gewahlt 1st. 

19. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 18 , dadurch gekennzeichnet , daB es weiterhin 
eine zwischen dem Substrat und der Auf zeichnungsschicht 
angebrachte Zwischenschicht enthalt, wobei die 
Zwischenschicht eine Dicke iia Bereich von 0,05 bis 

50 um besitzt. 

20. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 18 , dadurch gekennzeichnet , daB sie weiterhin 
eine auf der Auf zeichnungsschicht angebrachte Schutz- 
schicht enthalt, wobei die Schutzschicht eine Dicke im 
Bereich von 0,01 bis 500 \xm besitzt. 
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Die Erfindung betrifft ein Lichtinf ormationsauf- 
zeichnungsmaterial zur Aufzeichnung von Inf ormationen 
unter Anwendung eines Lichtstrahls von hoher Energie- 
dichte. 

Die bekannten Auf zeichnungsmaterialien zur Auf- 
zeichnung von Inf ormationen unter Anwendung eines 
Lichtstrahls von hoher Energiedichte , wie Laser, um- 
fassen thermische Auf zeichnungsmaterialien zusatzlich 
zu lichtempfindlichen Materialien unter Anwendung von 
Silbersalzen. 



Bei den thermischen Auf zeichnungsmaterialien hat 
die Aufzeichnungsschicht eine hohe optische Dichte und 
15 absorbiert einen aufgestrahlten Lichtstrahl von hoher 
Energiedichte, wodurch ein lokaler Teroperaturanstfeg 
verursacht wird, der eine thermische Verformung, bei- 
spielsweise Schmelzen, Abdampfen und Aggregation, be- 
wirkt. Infolgedessen werden die bestrahlten Telle ent- 
20 fernt und andern den optischen Charakter, beispielsweise 
durch Ausbildung einer Differenz der optischen Dichte 
gegeniiber den unbestrahlten Teilen, wodurch die Licht- 
inf ormation aufgezeichnet wird. Derartige thermische 
Auf zeichnungsmaterialien sind gunstig , da das Aufzeich- 
25 nungsmaterial keine Behandlungen , wie Entwicklung und 

Fixiervmg benotigt. Ferner verursacht die Anwendung eines 
derartigen Auf zeichnungsmaterials keine Arbeit in einem 
Dunkelraum, da es fur gewohnliches Raumlicht nicht 
empfindlich ist. Weiterhin liefert das Auf zeichnungsma- 
30 terial ein Bild von hohem Kontrast und es ist mSglich, 
Inf ormationen zu dem Auf zeichnungsmaterial zuzufiigen. 



BNSDOCID: <DE 333644SA1_L> 



- 7 - 



3336445 



I» allgez,einen werden derartige thermische Aufzeich- 
nungsaaterialien hSufig duroh x , mHBtam9 vm aaf2uzei * 

nenden xnformationen In elektrische Seitreiheeignale ^ 
Abtaste* Oder Eastern des Auf zeiohmmgs.ateriaC *it 
einea Laserstrahl auf gezeichnet, dessen IntensitM eat- 
sprechend den Signalen z^duliert ist. Dieses Verfabren 

t 5 ™: t ;'' da die ^9—lchneten Bilder in kurzer 
Zeit erhalten werden. 

Da die thermischen Auf zeichnungsnaterialien die 
ZZT^ T 9ehMdelten ^-^artigan Mertaale be - 
sitzen, wurde die Anwendung der Auf zeiehnungsz.aterialien 
auf verachiedene Gebrauehszwecke , wie z. B. Einsatz for 
Izthographische Druckfil me , Faksinileauf zeicnnungsna- 
Tcl Ph ° t0naslten fte i»tegriarte Schaltungen 

(IC) , Mikrofitae und dgl. , versucht und ein Teil diesar 
Anwendung is t nun in praktiscbe* Gebrauch. Auf Grand 

t^"T ^'""^^^riaiien aktiv entwickelt und Ton 
.aMreicnen technisoh^ SMai untersucbt ^ versohiedene 
Materialmen, wie Metalle, Kunststoffe, Farbstoffe, warden 
als M aterialien fur die Aufzeichnungsschichten verge 
schiagan oiese «aterialien sind praktiscb beispielsweise 
xn M. L . !. evene md Mltarbeiter. Electron Ion and Laser 
7 f ° W ' Aufzeiohnungen des 11. Syz.posfc.Ms (1969) 

Band 50. Seite ,761 

96 ; CarlS ° D ' SClen0e ' Band 154 ' Seite 1 "0 

i 233 ^ d ?" DS " PS 4 188 21 <> « "1 1, 9 , 4 2,6 501 , 

Zu diesen bekannten Verfahren ist f astzustellan , daB 
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zahlreiche Bemtihungen unternonimen wurden, um die Auf- 
zeichnungsempf indlichkeit der Auf zeichnungsmaterialien 
zu verbessern. Die Bemtihungen hinsichtlich der Verbes- 
serung der Empf indlichkeit von Auf zeichnungsmaterialien 
5 bei Anwendung von diinnen Metallschichten sind nachfol- 
gend zusammengef afit . 

Auf zeichnungsmaterialien unter Anwendung einer diin- 
nen Schicht eines Metalles, wie Bi , Sn, In, Al, Cr und 

10 *dgl- , besitzen ausgezeichnete Eigenschaf ten , wie hohe 

Auf losungsstarke und hohen Kontrast. Zahlreiche dieser 
Auf zeichnungsmaterialien haben jedoch eine Lichtref lek- 
tanz fur Laserlicht von hoher als 50 %, so daB die 
Energie des Laserlichts nicht wirksam durch diese Auf- 

15 zeichnungsmaterialien ausgemitzt werden kann. Deshalb 
ist die zur Aufzeichnung erf orderliche Lichtenergie 
groB und eine Laserlichtguelle von hoher Ausgangsleistung 
ist zur Aufzeichnung einer Hochgeschwindigkeitsrasterung 
erforderlich, wodurch die Auf zeichnungsvorrichtungen 

20 groBer und kostspieliger werden. 

Es wurden infolgedessen verschiedene Auf zeichnungs- 
materialien mit hoher Auf zeichnungsempf indlichkeit unter- 
sucht. Beispielsweise ist in der US-PS 3 560 9 94 eine 

25 aus Se-, Bi- und Ge-Schichten aufgebaute Auf zeichnungs- 
schicht beschrieben. In diesem Fall verringert die 
Schicht aus Ge die Lichtref lektanz der Schicht aus Bi 
fur auf gestrahltes Licht und die Schicht aus Se ist 
eine leicht verdampfende Schicht und beschleunigt die 

30 thermische Verformung der Bi-Schicht , welche die Haupt- 
auf zeichnungs schicht darstellt, so daB die erhaltene 
Auf zeichnungs schicht eine Lichtinf ormation mit weniger 
Energie aufzeichnen kann, als wenn eine Schicht aus Bi 
allein verwendet wird. Ferner ist eine Schicht zur 

35 Verringerung Oder Verhinderung der Lichtref lexion in 
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den US-PS 4 335 198 und 3 665 483 beschrieben. Auch 
eine Schicht zur Verringerung der thermischen Leit- 
fahigkeit, die zwischen der Auf zeichnungsschicht und 
dem Trager angebracht ist, ist in der japanischen 
Patentanmeldung 12 637/ '75 und der OS-PS 3 911 444 
beschrieben. Femer ist eine aus bestimmten Arten von 
Metallsulfiden, Metallf luoriden Oder Metalloxiden 
und einem Metall als Gemisch hierwn oder als Doppel- 
schicht hiervon auf ge haute Auf zeichnungsschicht in 
der US-PS 4 188 214 beschrieten. Ferner ist eine aus 
einem Gemisch eines anorganischen Materials und eines 
organischen Materials aufgebaute Auf zeichnungsschicht 
gleichfalls in der japanischen Patentanmeldung 5742/ '79 
beschrieben. 



Wie vorstehend zusammengef aBt , wurden verschiedene 
Bemiihungen hinsichtlich einer hohen Empf indlichkeit 
allein unternommen und einige derartige Auf zeichnungs- 
materialieri wurden bis zur Stufe der praktischen Brauch- 
barkeit verbessert. Die Systeme, bei denen diese Auf- 
zeichnungsmaterialien angewandt werden und die hierauf 
bezuglichen Verfahren wurden auch hinsichtlich nicht 
nur der fur neue Anwendungsgebiete verwendeten Auf- 
zeichnungsmaterialien., sondern auch fur die zu den 
vorstehenden iiblichen Zwecken verwendeten Auf zeichnungs- 
materialien verbessert. Bessere Eigenschaf ten sind jedoch 
fortgesetzt sowohl ftir die neuen als auch fiir die alten 
Anwendungen erforderlich. Insbesondere, falls ein thermi- 
sches Aufzeichnungsmaterial fiir neue Anwendungen, z. B. 
fur optische Discmemories*>verwendet wird, ist das Erfor- 
dernis fiir bessere Eigenschaf ten sehr stark und es ist 
praktisch schwierig, diese Erf ordernisse unter Anwendung 
der vorstehend abgehandelten iiblichen Auf zeichnungsma- 
terialien zu erfullen. 



*) Scheibenspeicher 
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Die Haupteigenschaf ten der fiir optische Disc- 
memories erf orderlichen Auf zeichnungsmaterialien sind 
f olgende : 



5 tl) Das Aufzeichnungsmaterial hat eine hohe 

Empf indlichkeit, die ein Hochgeschwindigkeitsschreiben 
der Daten erlaubt, 

(2) die Reflexionsablesung oder -information wird 
zur Vereinfachung des optischen Systems bevorzugt, so 

10 daB die Auf zeichnungsschicht eine hohe Lichtref lektanz 
zur Erzielung des vorstehenden Erf ordernisses besitzen 
muB , 

(3) das Aufzeichnungsmaterial mufl eine chemische 
Stabilitat besitzen, die zur stabilen Beibehaltung der 

15 auf gezeichneten Information wahrend eines langen Zeit- 
raumes fahig ist, namlich Archiveigenschaf ten von min- 
destens 10 Jahren, 

(4) das Aufzeichnungsmaterial mufi eine hohe Auf- 
losungsstarke besitzen, die die Herstellung einer Auf- 

20 zeichnung von hoher Dichte erlaubt, 

(5) das Aufzeichnungsmaterial ergibt auf gezeichnete 
Bits von guter Form zur Erhohung des S/N~Verhaltnisses 
beiia Lesen und fiir diesen Zweck ist die fehlende Ein- 




der Kornu*^ der ^?tif zeichnungsschicfc^und 



25 dgl. ungiinstig, 

(6) das Aufzeichnungsmaterial muB eine ausgezeichnete 
Herstellungseignung besitzen, wozu beispielsweise die 
Aufdampf ungsgeschwindigkeit wahrend der Darapf abschei- 
dung stabil ist und auch Zersetzung und dgl. wahrend 

30 der Dampf abscheidung nicht erfolgt und 

(7) die fur das Aufzeichnungsmaterial verwendeten 
Materialien miissen nicht toxisch sein. 
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Es sind auch noch zahlreiche weitere Eigenschaf- 
ten fur derartige Auf zeichnungsmaterialien zusatzlich 
zu den vorstehenden Eigenschaf ten erforderlich, die vor- 
stehend nicht aufgefiihrt sind. Von den vorstehenden 
Eigenschaf ten steht die Eigenschaf t (1), d. h. die 
hohe Empfindlichkeit, ganz allgemein im Gegensatz zu 
der Eigenschaf t (2) , der hohen Ref lektanz . Auch ist es 
allgemein schwierig, die Eigenschaf ten , wie Aufbewahr- 
barkelt, Nicht-Toxizitat und dgl. bei Anwendung von Ma- 
terial! en mit einer relativ hohen Empfindlichkeit, bei- 
spielsweise einer diinnen Te-Schicht , zu erfiillen. Auch 
ist fur eine hohe Empfindlichkeit ein nieder-schmel- 
zendes Metall , wie In, Sn und dgl., als bevorzugt zu 
betrachten, jedoch ist im Fall einer Ein-Komponenten- 
Dunnschicht aus einem derartigen Metall die Dtinnschicht 
anfallig fiir inselartige Strukturen, so daB es schwie- 
rig ist, die Eigenschaf t (5) mit einem derartigen Ma- 
terial zu erfiillen. 

Wie vorstehend angegeben, miissen die fiir optische 
Discmemories verwendeten Materialien die bei weitem best- 
moglichen Eigenschaften besitzen und tatsachlich sind 
bis jetzt Materialien, die gleichzeitig solche Eigen- 
schaften, wie hohe Empfindlichkeit, lange Aufbewahrbar- 
keit und Nicht-Toxisitat erfiillen, bis jetzt nicht be- 
kannt . 

Thermische Auf zeichnungsmaterialien mit einer aus 
einem Metall und einem nicht-metallischen Material 
(Metallsulfide, Metallf luoride oder Metalloxide) durch 
gleichzeitige Dampf abscheidung der Materialien, wie in 
der US-PS 4 188 214 beschrieben, aufgebauten Schicht 
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besitzen betrachtlich verbesserte Eigenschaf ten hin- 
sichtlich der vorstehenden Eigenschaf ten (1) bis (7). 
Jedoch zeigen Metallsulf ide eihe Neigung zur Hydrolyse 
und Metallf luoride sind chemisch unstabil. Infolge- 
dessen leiden beide am Problem einer unzureichenden Sta- 
bilitat wahrend ihres verlangerten Gebrauches. Bei Unter- 
suchung einer aus einem Metall und Metalloxiden, wie GeO, 
PbO und SiO aufgebauten Auf zeiclmungsschicht wird festge- 
stellt, daB immer noch deren optisehe Dichte und Empf ind- 
lichkeit im Verlauf der Zeit stark geschadigt Oder ver- 
schlechtert werden. Derartige Auf zeichnungsschichten sind 
bis jetzt nicht geeignet, vollig zuf riedenstellende Eigen- 
schaften zu zeigen. Zur vollen Zuf riedenstellung der Anfor- 
derungen von sowohl hoher Empf indlichkeit als auch 
Lagerungsstabilitat geeignete Materialien miissen noch 
gefunden werden. Die japanische Patentanmeldung 124134/81 
beschreibt ein optisches Auf zeichnungsmaterial zur An- 
wendung bei optischen Discmemories , welches durch 
gleichzeitige Abscheidung von In und Si0 2 mit hoher 
chemischer Stabilitat auf einem Substrat erhalten wurde, 
so daB das SiO z in einer Menge von 40 bis 60 Vol.% des 
erhaltenen abgeschiedenen Gemisches abgeschieden ist. 
Dieses Auf zeichnungsmaterial hat jedoch noch den Nach- 
teil, daB die fur die Aufzeichnung einzusetzende Energie 
des Laserstrahls nicht ausreichend niedrig ist und 
die Geschwindigkeit der Aufzeichnung nicht ausreichend 
hoch ist. 

Eine Aufgabe der Erfindung besteht in der Schaf- 
f ung eines Auf zeichnungsmaterials zur Anwendung in opti- 
schen Discmemories mit ausgezeichneten Eigenschaf ten 
hinsichtlich Auf zeichnungsempf indlichkeit , insbesondere 
fur Laserstrahlen, Lagerungsstabilitat , Auf losungsstarke 
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und S/N-Verhaltnis bei der Datenablesung neben den 
anderen verschiedenen fur optische Scheiben erwarteten 
Eigenschaf ten , welches zu niedrigen Kosten zur Verfiigung 
steht . 

Infolge ausgedehnter Dntersuchvmgen von Aufzeich- 
nungsmaterialien mit ausgezeichneter Empf indlichkeit , 
Lagerungsstabilitat und Auf ldsungsstarke wurde nun ge- 
funden, daB Metallboride , Metal lsilicide , Metal lcarbide , 
Metallnitride und spezifische Metalloxide vorteilhafte 
Eigenschaf ten zeigen, wenn sie mit einem Metall als Zumi- 
schung f ur die Auf zeichnungsschicht verwendet werden. 
Hierauf beruht die vorliegende Erfindung. 

Die Erfindung betrifft Lichtinformationsauf zeich- 
nungsmaterialien , welche auf einem Substrat eine Auf- 
zeichnungsschicht abgeschieden besitzen, welche aus einem 
Gemisch eines Metalles mit mindestens einer Metallver- 
bindung aus der Gruppe von (i) Metal lboriden , (ii) Metall- 
siliciden, (iii) Metal lcarbiden, (iv) Metallnitriden und 
(v) den nachfolgend aufgefuhrten Metalloxiden 

Sm 2°3' Eu 2°3' A1 2°3' Ga 2 °3' Y 2°3' V 2°3 ' V °2 * 
feT Nb 2 O s , Hf 0»7 MOO • W0 2 , La 2 0 3 , Yb 2 <^ 

Nd 2°3' Ce °2' Mn ° ' Nio ' Ge0 2 und Zn ° 
gehildet 1st. 

In den Zeichnungen stellen die Fig. 1 bis 4 graphi- 
sche Darstellungen dar, die die Beziehung zwischen dem 
Schwellenwert fiir die Aufzeichnung und der prozentuellen 
Zusammensetzung fur Schichten aus Gemischen von In mit 
TiB 2 , VC, Si 3 N 4 und A1 2 0 3 zeigen. Die Fig. 5 und 6 sind 
graphische Darstellungen, die die Abnahme der optischen 
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Dichte der Auf zeichnungsmaterialien im Verlauf der Zeit 
zeigen. 

Im Rahmen der Beschreibung der Erfindung im einzel- 
5 neh konnen samtliche Substrate, welche allgemein in 

thermischen Auf zeichnungsmaterialien verwendet werden, 
fur die Lichtinf ormationsauf zeichnungsmaterialien gemaB 
der Erfindung eingesetzt werden. Beispiele fiir Sub- 
strate umfassen Kunststoffe, wie Polymethylmethacrylat und 
10 Copolymere hiervon, Polycarbonat und PolySthylentere- 

phthalat, Glas und Platten oder Folien aus verschiedenen 
JMetallen. 

Beispiele fiir Metalle, die in der Auf zeichnungs- 

15 schicht gemaB der Erfindung verwendbar sind, umfassen 

Mg, Sc, Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Re, Fe, 
Co, Ni, Rh, Pd, Ir, Pt, Cu, Ag, Au, Zn f Cd , Al , Ga, In, 
Si, Ge, Sn, As, Sb, Bi , Se und Te . Diese Metalle kSnnen 
einzeln, in Kombination Oder in Form von Legierungen 

20 verwendet werden. Hiervon werden Mg, Zn, Al r In und Bi 
auf Grund ihrer niedrigeren Schmelzpunkte bevorzugt 
verwendet. Urn das Erfordernis gemaB (3) zu erfiillen, ist 
unter den anderen Erf ordernissen fiir die vorstehend 
abgehandelten optischen Disc-Memories das Metall giinstiger- 

25 weise nur minimal in Wasser loislich und nur minimal 

oxidierbar. Urn das Erfoirdernis gemaB (1) zu erfiillen, 
ist das Metall gunstigerweise so, daB es einen Film von 
einer so kleinen Dicke wie moglich bildet, urn eine groBe 
Kapazitat fiir die Absorption von Licht zu haben, und so, 

30 daB es leicht durch die Absorption von Laserstrahlen ge- 
schmolzen wird. Auf Grund dieser Gesicht spunk te wird In, 
welches einen niedrigen Schmelzpunkt (157 °C) besitzt 
und minimal oxidierbar ist, am starksten bevorzugt 
verwendet • 
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Beispiele fur mit den vorstehenden Metallen zu ver- 
wendende Metallverbindungen umfassen Metallboride , Me- 
tallsilicide, Metallcarbide , Metallnitride und Metall- 
oxide aus der Gruppe von Sm 2 0 3 , Eu 2 0 3 , A1 2 C> 3 , Ga 2 0 3 , 

Y 2°3' V 2°3' V0 2' Ti °' Nb 2°5' Hf °2 ' Mo °2 ' W °2 » La 2°3' 
Yb 2°3' Nd 2°3' Ce °2' Mn0 ' Ni °' Ge0 2 und Zn °« 

Insbesondere gehoren Metallboride, Metallsilicide, 
Metallcarbide und Metallnitride zu der Kategorie von 
Metallverbindungen, welche auf Grund ihrer hohen 
Schmelzpunkte , beispielsweise TiB 2 : 2600 °C, VC: 2800 °C 
und dgl. , bisher als ungiinstig hinsichtlich der Empfind- 
lichkeit betrachtet wurden. Es ist vQllig uberraschend , 
daB diese Metallverbindungen sich vorteilhaft mit einem 
Metall bei der Herstellung von Lichtinformationsauf- 
zeichnungsmaterialien gemMB der Erfindung verwenden 
las sen. 



Onter den vorstehend aufgefuhrten Metallboriden , 
Metallsiliciden, Metallcarbiden und Metallnitriden wer- 
den TiB 2 , ZrB 2 , CaBg , SrB g , NbB 2 , MoB 2 , TaB 2 , V 3 Si , 
FeSi 2 , B g Si, SiC, VC, ZrC, B 4 C , Hf C , TiN , TaN und 
Si 3 N 4 be vorzugt im Rahmen der Erfindung verwendet, 
da sie hinsichtlich der Verarbeitungsf ahigkeit wahrend 
der Vakuumabscheidung, der Auf zeichnungsempf indlich- 
keit und der Lagerungsstabilitat vorteilhaft sind. 
TiB 2 , ZrB 2 , VC, Si 3 N 4 , B fi Si, ZrC, HfC, FeSi 2 , CaB g , 
sic ' V 3 Si ' SrB 6' MoB 2 rmd TaB 2 werden starker bevor- 
zugt verwendet und TiB 2 , ZrB 2 , VC, Si 3 N 4 und B g si 
werden am starksten bevorzugt. Obwohl der Grund fur die 
hohe Empfindlichkeit und Lagerungsstabilitat dieser 
Metallverbindungen bis jetzt nicht geklart ist, diirfte 
als Grund f iir die hohe Empfindlichkeit angenommen wer- 
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den, daB diese Metallverbindungen , wenn sie in Form 
von Diinnfilmen hergestellt werden, nicht transparent 
sind und zur Absorption von Licht unter EinschluB von 
sichtbarem Licht f Shig sind und deshalb eine hohe 
5 Wirksaiakeit bei der Absorption von Laserstrahlen zeigen 
und daB weiterhin ihre therroische Leitf ahigkeit niedrig 
ist und infolgedessen die Warmeenergie 
innerhalb des DiSnnfilmes wirksam verbraucht wird. Die 
hohe Lagerungsstabilitat kann erklart werden, wenn man 
10 beriicksichtigt , daB die Metallverbindungen kaum durch 
Wasser oder Sauerstoff beeinfluBt werden, was die 
Hauptursache fur Oxidation bilden diirfte. 

Von samtlichen vorstehend aufgefiihrten Metalloxiden 
15 werden Al 2 C> 3 , TiO, Ge0 2 und Mo0 2 bevorzugt verwendet. 

Die Menge der Metallverbindung in der Auf zeichnungs- 
schicht liegt allgemein innerhalb des Bereiches von 
10 bis 60 Vol.%, bezogen auf das Gesamtvolumen aus Me- 

20 tallverbindung und Metall. Die Auf zeichnungsempf indlich- 
keit wird innerhalb dieses Bereiches verbessert. Wie 
sich aus den nachf olgenden Beispielen ergibt, wird die 
Empfindlichkeit markant verbessert, wenn die Menge in- 
nerhalb des Bereiches von 10 bis 40 Vol.% liegt. Falls 

25 sie weniger als 10 % ist, neigt die Grenzflache zwischen 
der Auf zeichnungs schicht und dem Substrat zum Opakwerden, 
wodurch das S/N-Verhaltnis wahrend der Wiedergabe er- 
niedrigt wird. 

30 Obwohl die Dicke der Auf zeichnungs schicht in Abhan- 

gigkeit von den verwendeten Materialien der Schicht vari- 
iert r liegt sie allgemein innerhalb des Bereiches von 
100 8 bis 1000 S. Falls die Dicke unterhalb 100 & liegt, 
nimmt die prozentuelle Absorption des Lichtes ab und 
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die Empfindlichkeit „U»»t ebenfalls ab. Falls sie mah, 
als 1000 8 betrM g t, warden Empfindlichkeit und AuM^ 

verbrndu„ g verwendet wir d, betrSgt d±e *_ a11 
. «rchnun g sschicht vcrzu gs „eise 200 8 bis 600 8 ra L 
s.chtsps^t der prosentuellen Sorption des Hcnles 
der Empfindlichkeit und der Auf losun g sstarke. 

s=hicht n Ve f ' te ~ AuSbiW ^ der Auf,eichnun g s- 
f^™ T aUfZeicl »^-terialle» gemMB der Er- 

frndun g kann die Vorbere*^ sines Vakuum g ef SBes , der 
darrn erfol g e„den Ei„verlslbun g von 2W ei Verda»prun g s- 

las »?,r " W """""dsheiz.orricht.I, fur 
das Metall „nd einer Elektronenkanone fur die MeLll" 

ZVTZ m t bel ^ toKendOT9 Vakuu^^afMBes 

at::ta i i 9 L:; b s i fa r un9 der - 

strat uJfT Metallverblndt "9 «* einem gegebenen Eub- 
strat umfassen. Das Mischverhaltnis dieser beiden Ma- 
terialxen kann besinfluBt warden, „enn die Verdampf un gs - 
guellen swells mit einem FH^dlcken-Monitor vom 

derT SZ t illati0nStyP aUSgerfi — —den and mittels 
der Honrtcren die Gesch„indi g keit der Aufdampfun g der 
berden Materialien g esteuert wi rd. Sa mtllchen anlaren 

fTZ ^ " taaUSb " d -*-erfahren, ^ das Spruce" 
fahren und das lonenplattierverfahren kSnnen gleicnfalls 
angewandt we r den . gj-eichf alls 

Urn die Empfindlichkeit der Au f, e ^u„ 
»MB der Erfindun. weitsrhin zl^llZTZTl *~ 
-schen der Auf ,eichnu„ g sschicht unTdZ Z^JT" 
-rbessem, kann sine g eei g nete Zwischenschicht swLchen 
der Aufzeichnun g sschicht und den Tr a ger duMh I I T 

Darcpfabscheidung und d g l aos l 

v ° .<«x. , ausgebxldet werden. Beispiele 



BNSDOC1D: <l 



.333644SA1J_> 



- 18 - 



3336445 



von fiir diese Zwischenschicht bevorzugt verwendeten 
Materialien umfassen halogenierte Polyolefine, haloge- 
niertes Polyhydroxystyrol , chlorierten Kautschuk, 
Nitrocellulose und dgl., sowie nicht-metallische anor- 
5 ganische Materialien, wie SiO und Si0 2 - Die geeignete 

Dicke der Zwischenschicht betragt 0 f 05 bis 50 und vor- 
zugsweise 0 ,2 bis 30 *im. 

Bei den Auf zeichnungsmaterialien gemaB der Erf indung 
10 kann eine aus einera anorganischen oder organischen Ma- 
terial bestehende Schutzschicht auf der vorstehenden, 
auf einem Trager ausgebildeten Auf zeichnungsschicht 
ausgebildet werden. Die Ausbildung einer Schutzschicht 
auf der Auf zeichnungsschicht ist fiir die Verbesserung 
15 der Dauerhaf tigkeit des Auf zeichnungsmaterials , die me- 
chanische Festigkeit des Auf zeichnungsmaterials , die 
Lageriebensdauer des Auf zeichnungsmaterials uhd dgl. 
wirksam. Die Ausbildung dieser Schutzschicht stellt 
selbstverstandlich eine der bevorzugten Ausf iihrungsf ormen 
20 der vorliegende'h Erf indung dar. 

Wie vorstehend angegeben , kann als Schutzschicht 
ein anorganisches Material oder ein organisches Material 
verwendet werden. Das Material muB eine gute Durch- 

25 lassigkeit hinsichtlich des fur die Auf zeichnung und Ab- 

lesung verwendeten Lichtstrahls von hoher Energie besitzen, 
muB eine hohe mechanische Festigkeit haben, 
mufi eine geringe^e Reaktionsf ahigkeit mit der Aufzeich- 
nungsschicht besitzen, muB gute Uberzugseigenschaf ten 

30 haben und leicht eine Schutzschicht bilden. 

Bevorzugte Beispiele fiir zur Herstellung der Schutz- 
schicht gemaB der Erfindung verwendete anorganische Ma- 
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terialien sind transparente anorganische Materialmen, 
wie A1 2 0 3 , SiQ 2/ SiO, MgO, ZnO , TiQ 2 , Zr0 2 , MgP und 
CuF 2 . Die Schutzschicht aus dem anorganischen Material 
kaim durch Vakuumabscheidung, Aufspriihen, Ionenplat- 
tierung und dgl. ausgebildet werden. 

Es wird auch bevorzugt, organische Materialien fur 
die Schutzschicht zu verwenden. Beispiele fur brauch- 
bare organische Materialien zur Anwendung fiir diese 
Schutzschicht umfassen verschiedene Harze Oder Polymere, 
wxe Styrolharze, z. B. Polystyrol, Styrol-MaleinsSure- 
anhydrid-Harze und dgl., Vinylharz.e, z. B. Polyvinyl- 
acetat, Polyvinylalkohol , Polyvinylbutyral , Polyvinylfor- 
mal und dgl., Harze der MethacrylsMureesterreihe , bei- 
spielsweise Isobutylpolymethacrylat, Methylpolymeth- 
acrylat, und dgl., Harze der Amidreihe, beispielsweise 
Polydiacetonacrylamid, Polyacrylamid und dgl., Harze 
der Cellulosereihe, beispielsweise Athylcellulose , 
Celluloseacetatlactat, Cellulosenitrat , Diacetylcellulose 
und dgl., halogenierte Polyolef ine , z. B. Polyvinylchlorid , 
chloriertes Polyathylen und dgl., Phenolharze, losliche 
Polyester, losliche Nylons oder Polyamide, Gelatine und 
dgl. und Copolymere hieraus. Diese Harze werden in ver- 
schxedenen Losungsmitteln gelost und konnen als derartige 
Losung nach bekannten Uberzugsverf ahren aufgezogen werden. 

Verschiedene Arten von Losungsmitteln konnen fur die 
vorstehenden Zwecke verwendet werden. Beispiele fiir L6- 
sungsmittel umfassen Aceton, Methylathylketon, Methyliso- 
butylketon, Methylcellosolve , Athylcellosolve, Butyl- 
cellosolve, Methylcellosolveacetat , Athylcellosolveacetat , 
Butylcellosolveacetat, Hexan, Cyclohexan , Athylenchlorid , 
Methylenchlorid, Benzol, Chlorbenzol , Methanol, Xthanol 
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Butanol, Petrolather, Dimethylformamid und Verdun- 
nungsmittel. Das Losungsmittel wird selektiv entspre- 
chend dem fur die Schutzschicht verwendeten Harz ein- 
gesetzt. 

5 

Die vorstehend auf gef tihrten Harze konnen Pigmente, 
Mattierungsmittel, Plastif izierer , Gleitmittel und dgl. 
entsprechend dem Zweck der Schutzschicht enthalten und 
insbesondere 1st der Zusatz von 0,1 bis 1 ,0 Gew.% einer 

10 hoheren Fettsaure mit nicht weniger als 11 Kohlenstoff- 
atom^ioder eines Saureamids hiervon wirksam zur Verbes- 
serung der Oberf ISchenf estigkeit des Auf zeichnungsma- 
terials. Die hohere Fettsaure oder das hohere Saureamid 
konnen auch auf die Schutzschicht zu einer Dicke von 

15 0,001 bis 1 jim in gewohnlicher Weise aufgezogen werden. 

Die optimale Dicke der erf indungsgemaB eingesetzten 
Schutzschicht wird entsprechend der Schichtf estigkeit , 
der Lagerlebensdauer , der Auf zeichnungsempf indlichkeit 
20 und dgl. gewahlt, wie sie fiir das Auf zeichnungsmaterial 
erforderlich sind. Es ist jedoch besonders bevorzugt, 
wenn die Schicht eine Dicke von 0,01, bis 500 Jim besitzt. 

Eine weitere Ausbildungsf orm der Schutzschicht urn- 
25 faBt die Ausbildung der Schicht in der Weise, daB ein 
Luftspalt zwischen der Auf zeichnungs schicht und der 
Schutzschicht gebildet wird f wie in der US-PS 4 074 282 
beschrieben. Bei dieser Ausbildungsform werden zwei 
Trager, die jeweils die Auf zeichnungs schicht besitzen, 
30 mit einem Klebmaterial dazwischen und mit den Auf- 

zeichnungs schichten in FlSchen-Flachen-Beziehung fixiert. 
GemaB dieser Ausf uhrungsf orm ist eine beidseitige Auf- 
zeichnung moglich- Diese Ausf uhrungsf orm stellt eine 
der optimalen Ausf iihrungsformen der Erfindung dar, wenn 
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es notwendig 1st, einen groBen Informationsbetrag auf 
eine optische Memoryscheibe auf zuzeichnen. 

Das gtinstigste Verfahren der Laserauf zeichnung und 
der Laserablesung der Daten fur den Zweck geroaB der 
Erfindung umfaBt, daB sowohl bei der Auf zeichnung als 
auch bei der Ablesung der Daten dies dadurch bewirkt 
wird, daB der auffallende Laserstrahl die Auf zeichnungs- 
schicht von der Substratseite her erreicht. Nach diesem 
Verfahren wird ein gutes S/N- Verbal tnis erhalten, da 
die GrenzflSche zwischen dem Substrat und der im Vakuum 
abgeschiedenen Schicht keine Kornung zeigt, wahrend die 
Oberflache der Auf zeichnungs schicht mehr oder weniger 
eine Kornung besitzt. 

> 

Wie vorstehend beschrieben, ist das Auf zeichnungs- 
material gemaB der vorliegenden Erfindung fur optische 
Disc-Memories SuBerst geeignet. Jedoch ist die Erfindung 
nicht auf diese Anwendung beschrankt und das Material kann al- 
Ersate fiir lithographische Druckfilme, als Faksimileauf- 
zeichnungsmaterial, IC-Photomasken , Mikrofilme und dgl. 
verwendet werden. 

Die Erfindung wird nachfolgend spezifisch anhand der 
Arbeitsbeispiele beschrieben, ohne daB die Erfindung auf 
diese Beispiele beschrankt ist. 

Beispiel 1 

Auf einem PolyMthylenterephthalatsubstrat von 
100 nm Dicke wurden gleichzeitig In (Reinheit 99,99 %) 
und die verschiedenen in Tabelle I aufgefuhrten Metall- 
verbindungen unter einem Vakuum von 5 x io~ 5 Torr unter 
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Anwendung einer Widerstandsheizvorrichtung fur In und 
eines Elektronenstrahls fiir die Metallverbindung dampf- 
abgeschieden. Die Dicke der Auf zeichnungsschicht betrug 
400 2 und die Menge der Metallverbindung betrug 25 Vol.%, 



5 bezogen auf das Gesamtvolumen aus Metallverbindung 

Metall. Das Mischverhaltnis der beiden Materialien wurde 
gesteuert, indem ein Filmdickenraonitor vom Quarzoszil- 
lationstyp angebracht wurde und die jeweilige Dampfab- 
scheidungsgeschwindigkeit durch den Monitor gesteuert 
10 wurde. In dieser Weise wurden die Auf zeichnungsmaterialien 
hergestellt . 

Zu Vergleichszwecken wurden Auf zeichnungsmaterialien , 
welche als Auf zeichnungsschicht eine Mischschicht aus 

15 Sn und SnS , eine Mischschicht aus In und GeO und eine 

Mischschicht aus In und SiO hatten, wie in der japanischen 
Patentanmeldung 20821/77 und der US-PS 4 188 214 ange- 
geben, nach dem vorstehend abgehandelten Verfahren herge- 
stellt. Femer wurde ein Auf zeichnungsmaterial mit einer 

20 Mischschicht aus In und Si0 2 (mit einer gesamten Schicht- 
dicke von 1000 & und dem Gehalt von 40 bis 60 Vol.% Si0 2 ) , 
wie in der japanischen Patentanmeldung 124134/81 ange- 



terialien wurden der Aufzeichnung unter Anwendung eines 
Ar-Iiaserstrahls von 1 bis 2 |im Durchmesser der statisch 
fiir 100 n.sec projiziert wurde, zur Messung des Schwel- 
lenwertes fur die Aufzeichnung (Lassrstarke) unterworfen. 
30 In diesem Fall wurden die Schwellenwerte fiir die Auf- 
zeichnung mittels eines optischen Mikroskops bewertet. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle I enthalten. 



25 




b_ hergestellt . 
Die in dieser Weise hergestellten Auf zeichnungsma- 
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Getrennt wurden die Auf zeichnungsmaterialien mit 
der Mischschicht , welche Metalloxide oder SnS als Me- 
tal lverbindung enthielten, 30 Tage stehengelassen und 
die Schwellenwerte fiir die Auf zeichnung wurden gleich- 
falls in der gleichen Weise wie vorstehend gemessen. 
Die Ergebnisse sind in Klamroern in Tabelle I enthalten. 

Tabelle I 



1 0 Metal lverbindung 



15 



20 



25 



30 



Boride 

CaB ( 
TiB. 



6 



ZrB, 
SrB 
NbB. 
MoB, 
TaB. 

Carbide 
Sic 
B 4 C 
VC 
ZrC 
HfC 

Nitride 
TaN 



Si 3 N 4 
Silicide 

v 3 si 

FeSi 2 
B 6 Si 



Schwellenwert fiir die 
Auf zeichnung (mW) 



30 
30 
30 
40 
30 

30 
50 

30 
55 
30 
40 
50 

55 
35 



50 
30 
30 
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Tabelle I (Fortsetzung) 

Metallverbindung Schwellenwert ftir die 

Aufzeichnung (mW) 



5 Oxide 





Sm 2 0 3 


50 


(60) 




EU 2°3 


40 


(40) 




Al 2°3 


30 


(40) 




Ga 2°3 


30 


(50) 


10 


Y 2°3 


30 


(30) 




V 2°3 


30 


(50) 




vo 2 


30 


(40) 




TiO 


30 


(40) 




2 5 


40 


(40) 


15 


Hf0 2 


40 


(40) 




Mo0 2 


30 


(30) 




W0 2 


45 


(50) 




2 3 


45 


(60) 




Yb 2°3 


30 


(50) 


20 


Ce0 2 


40 


(50) 




MnO 


40 


(40) 




NiO 


50 


(50) 




Ge0 2 


30 


(40) 




ZnO 


30 


(60) 


25 


Nd 2°3 


40 


(50) 




SnS (mit Sn als Metail) 


60.. 


(75) 




GeO 


30 


(65) 




SiO 


50 


(100 








*: 




Si0 2 


75 





30 *1 : Schwellenwert fur die Aufzeichnung nach einer 
Lagerung von 30 Tagen. 

*2: Nicht gemessen. 
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Aus der Tabelle ist zu entnehmen, da8 die Auf- 
zelchnungsmaterialien bei Anwendung von Mischschichten 
aus in und den Metal lverbindungen gemaB der Erfindung 
hohere Werte der Empf indlichkeit zeigten als diejenigen 
bei Anwendung von Mischschichten aus Sn und Sn S/ wie 
in der japanischen Patentanmeldung 20821/77 angegeben, 
und daB die hochste Empf indlichkeit zweimal so hoch als 
die Empfindlichkeit des Vergleichsauf zeichnungsmaterials 
war. Ferner zeigten die Auf zeichnungsmaterialien mit 
der Mischschicht aus In und dem Metalloxid gemaB der 
Erfindung einen Anf angsschwellenwert von 30 bis 55 mW, 
der mehr oder weniger gleich denjenigen von Auf zeich- 
nungsmaterialien mit Mischschichten aus In und Geo 
oder Mischschichten aus In und SiO war, zeigten jedoch 
einen sehr geringen Abfall des Schwellenwertes nach der 
Lagerung von 30 Tagen und einen sehr geringen Abfall 
der Empfindlichkeit. Wie aus Tabelle I ersichtlich ist, 
versagte das Auf zeichnungsmaterial mit der Mischschicht 
aus in und Si0 2 , wie in der japanischen Patentanmeldung 
124134/81 angegeben, bei der Anhahme einer ausreichenden 
Empfindlichkeit . 



feispiel 2 



Aufzeichnungsmaterialien wurden in der gleichen 
Weise wie in Beispiel 1 hergestellt, wobei jedoch die 
Dxcke der Auf zeichnungsschicht auf 400 8 fixiert wurde 
und das Mischverhaltnis von In und TiB, geandert wurde. 
Dxe Schwellenwerte fur die Aufzeichnung wurden nach dem 
glexchen Verfahren gemessen und die Ergebnisse sind in 
Fig. 1 gezeigt. Es zeigt sich, daB diejenigen Materia- 
lxen, welche 10 bis 40 Vol.% TiB^ enthielten, eine hohere 
Auf zexchnungs empfindlichkeit besassen . 
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Beispiel 3 

Auf zeichnungsraateri alien wurden in der gleichen Weise 
wie in Beispiel 2 hergestellt, wobei jedoch VC als 
5 Metal lverbindung verwendet wurde. Es zeigte sich # da£ 
diejenigen Materialien, welche 10 bis 40 Vol% VC ent- 
hielten, eine hohere Auf zeichnungsempf indlichkeit zeig- 
ten (Fig. 2). 

1 0 Beispiel 4 

Auf zeichnungsmaterialien wurden in der gleichen Weise 
wie in Beispiel 2 hergestellt , wobei jedoch Si 3 N 4 als 
Metal lverbindung verwendet wurde. Es zeigte sich, daB die- 
15 jenigen Materialien, welche 10 bis 40 Vol.% Si 3 N 4 ent- 
hielten, hohere Auf zeichnungsempf indlichkei ten besassen 
(Fig. 3). 

Beispiel 5 

Auf zeichnungsmaterialien wurden in der gleichen Weise 
wie in Beispiel 2 hergestellt , wobei jedoch B g Si als 
Metallverbindung verwendet wurde. Es wurden ahnliche 
Ergebnisse wie in Beispiel 2 erhalten. 

25 

Beispiel 6 

Auf zeichnungsmaterialien wurden in der gleichen Weise 
wie in Beispiel 2 hergestellt, wobei jedoch Al 2 °3 als 
30 Metallverbindung verwendet wurde. Es wurde gefunden, daB 
diejenigen Materialien, welche 10 bis 4 0 Vol.% ^ 2 °3 
enthielten, eine hohere Auf zeichnungempf indlichkei t be- 
sassen (Fig. 4) . 
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Beispiel 7 



10 



Das gleiche Verfahren wie in Beispiel 1 wurde wieder- 
holt, wobei jedoch Auf zeichnungsmaterialien mit Misch- 
schichten aus In mit TiB^ , VC, Si N oder B.Si (mit 
einer gesamten Schichtdicke von 400 8 und dem Gehalt 
von 25 vol.% TiB 2 , VC, Si 3N4 tew . B si) hergestellt 
wurden. Getrennt wurde ein Auf zeichnungsmaterial mit 
exner Mischschicht aus Sn und SnS , wie in Beispiel 1 
yerwendet, hergestellt. Samtliche Auf zeichnungsmateria- 
lien wurden bei 60 °C und 90 % relativer Feuchtigkeit 
stehengelassen und die Xnderungen der optischen Dichte 
Verlauf der Zeit wurden gemessen (Fig. 5) . Es zeigt 
sxch aus Fig. 5, daB die Auf zeichnungsmaterialien mit 
15 den Mischschichten aus In mit TiBj , VC, Si N oder 

B 6 Si gegentiber dem Auf zeichnungsmaterial mit der Misch- 
schicht aus Sn und SnS hinsichtlich Schadigung der opti- 
schen Dichte auf Grund von Lagerung uberlegen sind. 



20 
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Beispiel 8 



Das gleiche Verfahren wie in Beispiel 1 wurde wieder- 
holt, wobei Auf zeichnungsmaterialien mit Mischschichten 
aus In mit Al 2 n oder Geo., (mit einer gesamten Schicht- 
25 dxcke von 400 A und dem Gehalt von 25 Vol.% Al.O, oder 
Ge0 2 ) hergestellt wurden. Getrennt wurde ein Auf zeich- 
nungsmaterial mit einer Mischschicht aus Sn und SnS 
ynd ein Auf zeichnungsmaterial mit einer Mischschicht aus 
in und Geo in der gleichen Weise wie in Beispiel 1 her- 
gestellt. Die Materialien wurden bei 60 «>C und 90 % rela- 
tiver Feuchtigkeit stehengelassen und die Anderungen der 
optischen Dichte im Verlauf der Zeit wurden gemessen 
(Fig. 6). Es zeigt sich aus Fig. 6 , daB die Auf zeich- 
nungsmaterialien mit den Mischschichten aus In mit Al o 
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Oder Ge0 2 gegeniiber den Auf zeichnungsmaterialien mit 
der Mischschicht aus Sn und SnS oder der Mischschicht 
aus In und GeO hinsichtlich der Schadigung der opti- 
schen Dichte auf Grund von Lagerung viberlegen sind. 

Die Erfindung wurde vorstehend anhand bevorzugter 
Ausf iihrungsfonnen beschrieben, ohne daB die Erfindung 
hierauf begrenzt ist. 
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